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ハ ラ イ ド 系 有 機 ・ 無 機 ペ ロ ブ ス カ イ ト 半 導 体

（CH3NH3PbX3）を用いた太陽電池は 2009 年に初めて

太陽電池として報告されて以来、塗布で作製できる特徴

を持つことから、安価で高効率な太陽電池の実現に向け

た急速な研究開発が進められている。我々は planar タイ

プのペロブスカイト太陽電池のバッファー層として、プラズ

マを用いた原子層堆積装置による ZnO 膜の開発を産業

技術総合研究所ナノプロセシング施設（NPF）の技術代

行を利用して行った。 

１．概要（Summary） 

 

・利用した装置 
２．実験（Experimental） 

原子層堆積装置 
 

・実験方法 
 透明導電膜（ITO）がパターニングされた基板上の引き

出し電極部分にマスキングを行い、原子層堆積装置によ

り 120℃の基板温度で ZnO 膜を 20 nm 成膜した。その

後ペロブスカイト膜及びホール輸送層、電極を成膜し、ペ

ロブスカイト太陽電池の作製を行った。 
 

ZnO をバッファー層として用いたペロブスカイト太陽電

池の J-V 特性の測定を行った。Fig.1 に素子構造、Fig.2
に J-V 特性を示す。得られた特性は Voc：0.77 V、Jsc：
5.2 mA/cm2、FF：0.176、η：0.71 %であった。我々の

PEDOT （ poly(3,4-ethylenedioxythiophene) ） を 用 い た

planar型太陽電池では9 %を越える効率が得られている

ことから、今回作製を行った ZnO を用いた素子の効率は

低く、今後成膜条件の最適化を行う必要があると考えてい

る。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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Fig.1 Structure of the cell. 

Fig.2 J-V curves of the cell. 
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